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前言  

本標準係依據 2023 年發行之第 1.0 版 IEC TS 62915，不變更技術內容，制定成為中

華民國國家標準者。  

本標準係依標準法之規定，經國家標準審查委員會審定，由主管機關公布之中華民

國  國家標準。  

依標準法第四條之規定，國家標準採自願性方式實施。但經各該目的事業主管機關

引用全部或部分內容為法規者，從其規定。  

本標準並未建議所有安全事項，使用本標準前應適當建立相關維護安全與健康作業，

並且遵守相關法規之規定。  

本標準之部分內容，可能涉及專利權、商標權與著作權，主管機關及標準專責機關

不負責任何或所有此類專利權、商標權與著作權之鑑別。  
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1.  適用範圍  

本標準規定統一方法，以維持已進行或將進行修改原始評鑑設計的陸上 PV 模組

之型式認可、設計及安全確認。本標準涵蓋兩種 PV 模組技術、晶圓基技術 (wafer-

based technologies ,  WBT)及單片整合 (monol i th ica l ly - integrated,  MLI)薄膜基技術。 

材料選擇、組件及製程的改變可能會影響修改後產品之電氣性能、可靠度及安全

性。本標準列出典型的修改，以及依不同試驗標準對再測試的要求。其提供協助；

在某種程度上，可能需要工程判斷。  

選擇試驗序列以識別修改後產品之不利變化。  

成功遵循本定義試驗序列之該等產品，視為符合其在完整確認評鑑中所依據的標

準。  

再測試計畫中應包含列於參考標準 CNS 61215 系列與 IEC 61730 系列中的樣品數

量及通過 /不通過準則。此外，可依 CNS 61215 系列及 IEC 61730 系列的描述使用

代表性樣品。  

2.  引用標準  

下列標準因本標準所引用，成為本標準之一部分。有加註年分者，適用該年分之

版次，無加註年分者，適用該最新版 (包括補充增修 )。  

CNS 61215-1  陸上太陽光電 (PV)模組－設計確認及型式認可－第 1 部：

試驗要求  

CNS 61215-2  陸上太陽光電 (PV)模組－設計確認及型式認可－第 2 部：

試驗程序  

CNS 12681  品質管理系統－要求事項  

IEC 61730 -1:2023  Photovolta ic  (PV)  module safety  qualif ica t ion  − Par t  1 :  

Requirements for  construction  

IEC 61730 -2:2023  Photovolta ic  (PV)  module safety  qualif ica t ion  − Par t  2 :  

Requirements for  test ing  

IEC TS 61836  Solar  photovolta ic  energy systems − Terms,  def ini t ions and  

symbols   

lEC 62788-2-1  Measurementprocedures  for  mater ials  used  in  photovoltai c  

modules  − Part  2-1 :  Po lymeric mater ia ls  − Fron tsheet  and  

backsheet -  Safe ty  requ irements  

IEC 62790  Junction boxes for  photovoltaic  modules  − Safety  

requirements and tes ts  

IEC 62852  Connectors for  DC-appl ica t ion in  photovolta ic  systems  −  

Safe ty requ irements and  tests  

IEC 62930  Elec tr ic  cab les for  photovoltaic  sys tems with  a  voltage  

rat ing  of  1 ,5  kV DC  

IEC 62941:2019  Terrest r ia l  photovolta ic  (PV)  modules  − Quali ty  system for  

PV module manufac tur ing  
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IEC TS 63126 2020  Guide lines for  qua li fying PV modules,  components,  and  

mater ia ls  for  operat ion at  high  tempera tures  

3.  用語及定義  

CNS 61215-1、CNS 61215-2、 IEC 61730-1 及 CNS 15113 所規定及下列用語及定義

適用於本標準。  

3.1  不同材料 (di fferent  materia l)  

與所替代材料在化學組成、類型名稱或規格上不同的材料 (包括，例：電氣、光學、

機械性質，應考量容許差在內的標稱值 )  

備考 1.  然而，只要能清楚證明，來自不同供應商或製造地點所提供的相同材料，

不必要為不同的材料。  

備考 2.  參照相關組成節次以取得進一步定義與澄清。對於聚合物組件，參照相關

標準 IEC/CNS 62788-1 及 IEC/CNS 62788-2 系列，以獲得更具體的材料定

義，並有其他結構可能視為相同型號。  

3.2  控制計畫 (contro l  plan)   

文件化描述控制產品與製程品質所需的系統與過程要求，並針對關鍵特性與工程

要求。  

[資料來源 IEC 62941:2019 之 3.2]  

3.3  標稱值 (nominal  value)  

用以指定及識別組件、裝置、設備或系統的量值。  

[資料來源 IEC 60050-151:2001,  151-16-09]  

3.4  UV 截止波長 (UV cut-of f  wavelength)  

 

λcuv 

低於截止波長的光，材料視為具有光學吸收性；高於截止波長的光，則材料視為

具有透射性。  

備考：  在此程序中，絕對透射率 10 % (對應光學吸收率為 1 時 )視為 UV 截止波

長的閾值。  

[資料來源 CNS 62788 -1-4:2024 之 3.3]  

3.5  容許差 ( tolerance)  

宣告標稱值之製造偏差。  

3.6  第 98 百分位溫度 (98 t h-percent i le  temperature)  

當變動溫度過程所得之溫度數據進行排序後，第 98 百分位溫度係指高於其餘 98  

%溫度值的溫度，且僅有 2 %的時間會達到或超過此溫度。  

備考：  第 98 t h 百分位溫度將依每小時或更頻繁取得的量測數據予以確定。標準年

中，第 98 百分位溫度會達到或超過 175.2 h。  

[資料來源 IEC TS 63126 :2020 之 3.4]  
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3.7  溫度等級 1 (temperature leve l  1)  

用於分類試驗修改，適用於第 98 百分位溫度落在 70 ℃以上，但小於或等於  80  

℃  的 PV 模組。  

[資料來源 IEC TS 63126:2020 之  3 .5]  

3.8  溫度等級 2 (temperature leve l  2)  

用於分類試驗修改，適用於第 98 百分位溫度大於 80 ℃，但小於或等於 90 ℃的

PV 模組。  

[資料來源 IEC TS 63126:2020 之 3.6]  

4.  再測試  

4.1  一般  

此節次分為 WBT 與  MLI 技術各一小節。在此小節中，針對  IEC/CNS 61215 與  

IEC 61730/CNS 1511 8 (無論是獨立或合併 )都定義再測試要求。標準主要修改標

題，附有具體支持示例及括號內提及相關 IEC/CNS 標準的節次。  

製造商應負責揭露最後試驗版本之 PV 模組類型系列的設計、材料、組件、材料

組合、製造商或製程等變更。此等變更可需要依後續節次重複部分或全部確認試

驗，以維持型式與安全認可。製造商亦負責提供任何需要數據，以支持組件層級

的變更，從而減少再測試要求。對於材料或組件的新厚度或尺度評鑑，應以最初

試驗的厚度或尺度作為參考。參數的任何變化，若新值超出此參數標稱值的容許

差範圍，則可視為變更。若製造商宣告的容許差超過，導致再測試的要求相對百

分比變化 (例：玻璃前板厚度減少 10  %)，則該組件將以最不利情況值提交測試。 

附錄 A 提供所有試驗要求的完整彙總表，以及 IEC 61730:2023 與 CNS 61215-

1:2022 詳細合併試驗流程之新版本。  

所有材料與組件的組合，應基於 A.3 所提供之詳細矩陣表進行評估。單組件修改

所需的試驗序列可從 A.3 之對照表中識別，並與第二次材料實質性修改的要求進

行比較。若該組合未被評估組合共享或無法取得，則該組合測試不要求。圖 A.2

中提供一個具體示例以供釐清。  

各交付做為再測試之 PV 模組，應依相關型式認可標準進行電氣穩定化 (MQT 19)。  

參考標準中列出的初始及最終量測應在特定試驗前及試驗後進行，例：  

(a)  CNS 61215 再試驗項目中的 MQT 01 /  03 /  06.1  /  15 /  19 試驗。  

(b)  IEC 61730 再試驗項目中的 MST 01 /  03 /  16 /  17 的  試驗。  

不清楚的情況參照樹狀測試。例：模組破裂試驗 (MST 32)對於 IEC 61730 再測試

項目中不要求  MST 03 /  16 /  17，但卻要求  MST 01。  

任何情況下，包括光路 (optical  pa th)或電路的變更，可需要或不需要依 A.3 詳述

的再測試，應包括 STC 輸出功率量測 (MQT 06.1)。對於 CNS 61215 相關的再測試

計畫 (無論是獨立或與 IEC 61730/CNS 15118 合併 )，應依 CNS 61215-1 定義的通

過準則、測量穩定功率、開路電壓及短路電流應與額定值進行評鑑 (條件 1)及 (在
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再測試情況下 )應評鑑輸出功率的相對變化 (條件 2)。  

標示耐久性 (MST 05)與銳邊試驗 (MST 06)在所有可能影響測試結果的設計變更時，

都應納入考量。除非另有說明，依 CNS 15118 濕熱試驗 (MST 53)應指完整期間的

1,000 h。  

旁路二極體功能試驗 (MST 07)、可觸及性試驗 (MST 11)及等電位搭接連續性試驗

(MST 13)也將納入所有可影響試驗結果的設計變更。  

若需從相同試驗序列進行多次試驗，則必須依照參考標準所規定的順序進行，即

使該序列中僅需部分測試進行再測試 (例：在 IEC 61730/CNS 15118 的 B 序列中，

若省略前側紫外線暴露，則其餘序列應依原始標準依序進行 )。  

PV 模組設計的任何變更，應基於再測試專案範圍 (無論是獨立或合併 )而定，符合

IEC 61730-1 /CNS 15118-1 及 /或 CNS 61215-1 (構造要求 )。此外，任何需要修改

安裝方法的 PV 模組設計變更，若不符合相容替代方案資格，則需依適用的 4.2.19

或 4.3.20 指定新型號。  

4.2  WBT PV 模組 (含結晶矽 )試驗計畫  

備考：參照表 A.1 針對 WBT PV 模組的再測試要求總結。  

4.2.1  前板修改  

從玻璃變更為非玻璃，需通過完整確認，反之亦然。對聚合物前板的修改必須

確認符合 IEC 62788-2-1 之要求。  

修改如下：  

• 依 IEC 62788 -2-1 要求，以下任何變更會導致聚合物前板型號名稱不同：  

— 任何單一層依靠絕緣 (RUI)層的厚度減少不得超過該層厚度的 10 %或±5  

µm 中之較大者 (同時須維持要求之最小絕緣穿透距離 )。  

— 若任一 RUI 層厚度減少小於 10 %，應重新檢查絕緣層穿透的最小距離

(MST 04)。在此情況下，MST 04 可以在新層壓板上完成。  

— 對於非 RUI 層，厚度減少超過 20 %。  

— 不同的表面處理，例：前板上的任何塗層 (內或外 )。  

— 另一種材料，即除上述所述變更外，任何依  IEC 62788-2-1 導致型號名

稱變更。  

備考：  關於聚合物前板，參照 IEC 62788-2-1 關於前板型號名稱及一系列類

似結構前板之測試要求的指引。  

• 不同材料 (用於玻璃 )  

— 只要以下性質相同，即可視為來自不同供應商或製造地點的相同材料：

厚度、採用相同化學與過程的抗反射塗層、壓花 (pa tterned)或浮法太陽能

玻璃、允許的最大弧度 (例：跨整個玻璃表面 3  mm 至 4 mm)，以及熱或

化學強化過程 (例：全強化玻璃或熱 /化學韌化玻璃 )。確定相似性時應考
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量標稱值與容許差。  

• 玻璃：厚度減少超過 10 %。  

• 對於玻璃，若強化過程減少 (例：若從強化玻璃改變為熱增強或退火時再測

試 )。  

• 玻璃則需不同的表面處理，例：前板 (內或外 )上的任何塗層。  

對 CNS 61215 重複下列試驗 (不包含 IEC 61730/CNS 15118；獨立版 )：  

• 若改變材料、強化過程或厚度減少時，則執行熱斑耐久試驗 (MQT 09)。  

• UV 前處理試驗 (MQT 10)/循環 (動態 )機械負載試驗 (MQT 20)/熱循環試驗，

50 個循環 (MQT 11) /濕冷凍試驗 (MQT 12)/接線盒於安裝表面之固持 (MQT 

14.1)。  

— 若 λcuv大於等於先前試驗過的玻璃，則整個序列可以省略。  

— 若接線盒未安裝於前板或玻璃厚度改變，則可以省略 MQT 14.1。  

• 若非玻璃材料，或是加裝 /改變表面處理 (內或外 )時，則執行濕熱試驗 (MQT 

13)。  

• 若非玻璃且模組依 CNS 61215 定義視為〝可撓性〞時，則執行彎曲試驗 (MQT 

22)。  

— 若改變僅涉及外部表面處理，則可以省略。  

• 靜態機械負載試驗 (MQT 16)(對不同外部表面處理，可以省略 )。  

• 冰雹試驗 (MQT 17)(可以因不同表面處理而省略 )。  

對 IEC 61730/CNS 15118 重複下列試驗 (不包含 CNS 61215；獨立版 )：  

• 若改變材料、強化過程或非玻璃前板厚度減少時，則執行熱斑耐久試驗 (MST 

22)。  

• UV 前處理 (MST 54)/熱循環試驗， 50 個循環 (MST 51)/濕冷凍試驗 (MST 52) /

端接強度試驗 (MST 42)。  

— 若 λcuv大於等於先前試驗過的玻璃，則整個序列可以省略。  

— 若接線盒未安裝於前板或玻璃厚度改變時，則 MST 42 可以省略。  

• 若非玻璃材料或表面處理 (內或外 )有添加 /變更時，則執行濕熱試驗 (MST 53)。 

• 靜態機械負荷試驗 (MST 34)(可以省略用於不同外部表面處理 )。  

• 若非玻璃時，執行絕緣厚度試驗 (MST 04)。  

• 若非玻璃時，執行切割耐受性試驗 (MST 12)。  

• 若非玻璃材料且厚度減少或材料變更時，需進行脈衝電壓試驗 (MST 14)。  

• 若非玻璃時，執行點火試驗 (MST 24)。  

• 模組破裂試驗 (MST 32) (用於不同表面處理可以省略 )。  
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• 若設計包含穩固黏接 (非為減少厚度、非為不同外表面處理或玻璃強化過程

變更 )，則可進行剝離試驗 (MST 35)或搭接剪切強度試驗 (MST 36)。  

• 材料潛變測試 (MST 37)。  

— 玻璃厚度增加超過 10  %及非玻璃厚度增加 20  %時，僅限無框模組 (框架

模組則未要求 )。  

• 若非玻璃時採序列 B。  

• 若設計確認為污染等級 1 (不適用於厚度減少、不同外表面處理及玻璃強化

過程改變，則採序列 Bl)。  

對 IEC 61730/CNS 15118 重複下列試驗 (若 CNS 61215 已包括 )：  

• 若非玻璃時，則執行絕緣厚度試驗 (MST 04)。  

• 若非玻璃時，則執行切割耐受性試驗 (MST 12)。  

• 非玻璃材料且厚度減少或材料變更時，則執行脈衝電壓試驗 (MST 14)。  

• 若非玻璃時，則執行點火試驗 (MST 24)。  

• 模組破裂試驗 (MST 32) (用於不同且不影響機械強度的表面處理，可以省略 )。 

• 若設計包括穩固黏接 (不包括厚度改變、不同外表面處理或玻璃強化過程改

變 )，則進行剝離試驗 (MST 35)或搭接剪切強度試驗 (MST 36)。  

• 材料潛變試驗 (MST 37)。  

— 玻璃厚度增加超過 10  %或非玻璃厚度增加 20  %時，僅限無框模組 (框架

模組則未要求 )。  

• 若非玻璃採序列 B。  

• 若設計確認為污染等級 1 (不適用於厚度減少、不同外表面處理及玻璃強化

過程改變，則採序列 Bl)。  

4.2.2  封裝系統之修改  

修改如下：  

• 不同的材料。  

• 添加劑的量或種類改變，但材料相同 (例： EVA)且來自相同製造商。  

• 不同層壓過程或設備，且不符合製造商控制計畫 (如 IEC 62941 或  

CNS 12681，參照上述用語及定義 )所定義的相同品質管理體系；此情況下，

應描述適當層壓過程控制之品質控制計畫提供審查。  

• 單一封裝膜 (向陽面或背面 )在處理前厚度超過 20 %，厚度應以面密度 (aer ia l  

density)表示，例：以 g/cm 2 計算，以確保材料量正確指定。  

對 CNS 61215 重複以下測試 (不包含  IEC 61730/CNS 15118；獨立版 )：  

• 熱斑耐久試驗 (MOT 09)。  
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• UV 前處理試驗 (MQT 10)/循環 (動態 )機械負載試驗 (MQT 20)/熱循環試驗，

50 個循環 (MQT 11)/濕冷凍試驗 (MQT 12)。  

— 可以省略循環 (動態 )機械負載試驗 (MQT 20)，以改變添加劑的量或種類，

但材料相同。  

• 熱循環試驗， 200 個循環 (MQT 11)。  

— 僅在厚度或 g/m 2  減少超過 20 %時才需要。  

• 濕熱試驗 (MQT 13)。  

• 冰雹試驗 (MQT 17)，若前板是聚合物。  

— 改變添加劑的量或種類，但材料相同時，則冰雹試驗 (MQT 17)可以省略。  

• 電位差導致衰減試驗 (MQT 21)。  

— 若依 IEC 62788-1-2 規定的向陽面或背面堆疊之體積電阻率降低超過一

個數量級 (例： 1017 Ω-m 對 1018 Ω-m)(原文有錯誤 )。  

• 若模組依 CNS 61215 定義視為〝可撓性〞，需進行彎曲試驗 (MQT 22)。  

對 IEC 61730/CNS 15118 重複以下測試 (不包含 CNS 61215；獨立版 )：  

• 熱斑耐久試驗 (MST 22)。  

• UV 前處理 (MST 54)/熱循環試驗，50 個循環 (MST 51) /濕冷凍試驗 (MST 52)。  

• 熱循環試驗， 200 個循環 (MST 51)。  

— 僅在厚度或 g/m 2 減少超過 20 %時要求。  

• 濕熱試驗 (MST 53)。  

• 若前板或背板為聚合物，需進行切割耐受性試驗 (MST 12)。  

• 若厚度減小或材料不同，需進行脈衝電壓試驗 (MST 14)。  

• 若材料成分變更，需進行模組破裂試驗 (MST 32)。  

• 若設計包括封裝材料作為合格穩固黏接的一部分，需進行剝離試驗 (MST 35)  

或搭接剪切強度試驗 (MST 36)。  

• 材料潛變試驗 (MST 37)。  

• 序列 B (僅適用於不同材料或厚度減少 )。  

• 若設計確認為污染等級 1，則為序列 Bl。  

對 CNS 15118 重複以下試驗 (若 CNS 61215 已包括 )：  

• 若前板或背板為聚合物，需進行切割耐受性試驗 (MST 12)。  

• 若厚度減小或材料不同，需進行脈衝電壓試驗 (MST 14)。  

• 若材料成分變更，需進行模組破裂試驗 (MST 32)。  

• 若設計包括封裝材料作為合格穩固黏接的一部分，需進行剝離試驗 (MST 35)

或搭接剪切強度試驗 (MST 36)。  
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• 材料潛變試驗 (MST 37)。  

• 序列 B (僅適用於不同材料或厚度減少 )。  

• 若設計確認為污染等級 1，則為序列  Bl。  

4.2.3  電池技術修改〔基於晶圓的技術 (WBT)專用〕  

修改如下：  

• 金屬化材料組成 (例：膏狀物，僅無機成分 )。  

• 電池焊盤與連接帶 /線之間的總黏合面積減少超過 15 %。  

• 匯流排數量增加。  

• 抗反射塗層的改變。  

• 電池科技的變革。例如在以下任一情況之間變動：  

— p 型、n 型、鋁背表面場 (Al BSF)、鈍化發射極 /背接觸 (PERC)、助伸射極

/後方完全擴散 (PERT)、異質接面技術或異質接面本質薄膜 (HJT/HIT)、前

/後接觸、背接觸金屬穿孔繞回或交指式背接觸 (MWT/IBC)、穿隧氧化會

鈍化接觸 (TOPCon)、選擇性發射體的添加、單面 PERC 至雙面 PERC。  

• 晶圓結晶的改變 (即單晶、多晶與鑄造單晶 )。  

• 太陽能電池製造工廠改變，未依製造商控制計畫 (如 IEC 62941 或 CNS 12681，

參照上述用語定義 )定義的品質管理系統 ;在此情況下，應提供描述關鍵太陽

能電池製造流程的品質控制計畫。  

• 標稱電池厚度減少超過 10 %。  

• 若電池尺寸不同 (例：M3/G1,158.75 mm 與 M6,166 mm)，且長、寬或面積差

異超過 10 %，惟電池至電池間或電池至匯流排帶間距相同或更大。  

• 從全尺寸電池改變為切割電池 (例：對半 )。  

— 不須要求再試驗：  

• 若電池供應商及未切割電池的零件號碼已由模組製造商試驗與確認，且模

組製造商已從其他電池供應商 (假設此模組製造商為切割電池 )取得相同技

術的半電池進行確認。  

對 CNS 61215 重複以下試驗 (不包含 IEC 61730/CNS 15118；獨立版 )：  

• 循環 (動態 )機械負載試驗 (MQT 20)/熱循環試驗，50 個循環 (MQT 11) /濕冷凍

試驗 (MQT 12)。  

• 電位差導致衰減試驗 (MQT 21)僅適用於技術改變，例：半導體層材料、抗反

射 (AR)塗層、結晶或不同製造商。  

• 熱斑耐久試驗 (MQT 09)。  

• 熱循環試驗， 200 個循環 (MQT 11)。  
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• 濕熱試驗 (MQT 13)  [因結晶改變或電池外表面化學性質相同 (金屬化與抗反

射塗層 )可以省略 ]。  

• 靜態機械負載試驗 (MQT 16)僅用於減少電池厚度或結晶改變。  

• 冰雹試驗 (MQT 17)僅用於減少電池厚度。  

• 若模組依 CNS 61215 定義視為〝可撓性〞，需進行彎曲試驗 (MQT 22)。  

— 若抗反射塗層改變、半導體層材料改變、結晶變化或製造廠址 /製造商變

更，則可以省略。  

對 IEC 61730/CNS 15118 重複以下試驗 (不包含 CNS 61215；獨立版 )：  

• 熱斑耐久試驗 (MST 22)。  

• 熱循環試驗， 200 個循環 (MST 51)。  

• 濕熱試驗 (MST 53)[因結晶變化或電池外表面化學性質相同 (金屬化與 AR 塗

層 )可以省略 ]。  

• 靜態機械負荷試驗 (MST 34)僅用於減少電池厚度或結晶變化。  

• 反向電流過載試驗 (MST 26)。  

— 結晶時可以省略。  

對 IEC 61730/CNS 15118 重複以下試驗 (若 CNS 61215 已包括 )：  

• 反向電流過載試驗 (MST 26)。  

— 結晶時可以省略。  

4.2.4  電池與電池串互連材料修改 (WBT 專用 )  

修改如下：  

• 不同的材料 (例：合金、塗層、化學成分及核心 )。  

— 惟規定以下性質，即可視為來自不同供應商或製造地點的相同材料。厚

度、直徑、寬度、合金、化學成分、芯材厚度、芯材直徑 (在下方厚度定

義改變允許範圍內 )、塗層化學成分及塗層厚度 (在下方厚度定義改變允

許範圍內 )。  

• 最小抗拉強度減少超過 20 %，或最大降伏強度增加超過 20 %，或最小斷裂

伸長率減小超過 20 %。  

• 芯材厚度或直徑改變超過 10 %、塗層厚度改變超過 30 %，或截面積 (包括

帶芯與塗層 )改變超過 10 %。  

• 連接材料總截面積改變 (例：更多匯流排、更多匯流排具更窄寬度 )或不同黏

接技術 (例；紅外線燈過程與感應焊接過程 )，並未納入符合製造商控制計畫

(如 IEC 62941 或 CNS 12681，見上文定義及用語 )所定義的品質管理體系；

在此情況下，應提供描述關鍵互連搭接製造過程及品質控制計畫。  

• 互連點或搭接點數量的變化，或每個接觸點之搭接面積減少。  
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• 從一個電池的最後一個搭接到相鄰的第一個搭接，互連材料長度減少超過 10 %。 

• 不同的焊膏 /線材、助焊劑或導電膠。  

• 絕緣膠帶 /薄膜的變化 (面積改變 > 30 %、厚度改變 >25 %、材料、製造商 )。 

• 在互連帶上或周圍改變或添加工程膠帶 (如反光膜 )。  

備考：  不同的串焊設備可能會在環境腔體應力下影響電池與電池串互連搭

接的性能。因此，審慎檢查在原始驗證測試期間的品質管理系統，

查證新的或不同的串焊設備能定期檢查關鍵製程控制參數，如剝離

強度與再結晶深度。  

對 CNS 61215 重複以下試驗 (不包含 IEC 61730/CNS 15118；獨立版 )：  

• 熱斑耐久試驗 (MQT 09)，用於搭接技術、互連材料、焊錫材料、助焊劑或導  

電膠的改變。  

• 熱循環試驗， 200 個循環 (MQT 11)。  

• 濕熱試驗 (MQT 13)，用於材料改變或不同焊膏 /線材、助焊劑或導電膠。  

對 IEC 61730/CNS 15118 重複以下試驗 (不包含 CNS 61215；獨立版 )：  

• 熱斑耐久試驗 (MST 22)用於搭接技術、互連材料、焊錫材料、助焊劑或導電  

黏著劑的變更。  

• 熱循環試驗， 200 個循環 (MST 51)。  

• 濕熱試驗 (MST 53)，用於材料變化或不同焊錫膏 /線材、助焊劑或導電膠。  

• 反向電流過載試驗 (MST 26)。  

對 IEC 61730/CNS 15118 重複以下試驗 (若 CNS 61215 已包括 )：  

• 反向電流過載試驗 (MST 26)。  

4.2.5  背板修改  

從玻璃變更為非玻璃，需通過完整確認，反之亦然。  

修改如下：  

• 依 IEC 62788 -2-1 要求，以下任何改變均導致聚合物背板型號名稱不同：  

— 厚度減少超過 10 %或±5 m 中之較大者的厚度，則可維持任一依靠絕

緣 (RUI)層的最低穿透距離。  

— 若任一 RUI 層厚度減少低於 10 %，則應在序列 B 後重新檢查絕緣層的

最小穿透距離 (MST 04)。在此情況下，MST 04 可以在新層壓板上完成。  

— 非 RUI 層厚度減少超過 20 %。  

— 不同的表面處理，例：背板上的任何塗層 (內或外 )。  

— 另一種材料，即除上述所述改變外，任何依 IEC 62788-2-1 導致型號名稱

改變。  

備考：  針對聚合物背板，參照 IEC 62788-2-1 對背板型號名稱及一系列相似
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結構背板之測試要求的指引。  

• 不同材料 (用於玻璃 )。  

— 只要指定以下性質，即可視為來自不同供應商或製造地點的相同材料：

厚度、抗反射塗層的精確類型、有壓花或浮法太陽能玻璃、允許的最大

弧度 (例：跨整個玻璃表面 3 mm 至 4 mm)以及熱或化學強化過程 (例：全

強化玻璃與韌化玻璃 )。  

• 玻璃：厚度減少超過 10 %。  

• 對於玻璃，若強化過程減少 (例：再測試是從強化玻璃變為熱強化玻璃或退

火玻璃 )。  

• 玻璃方面，不同的表面處理方式 (內或外 )。  

若背板層的顏色變化，特別是從白色或透明到黑色，且這種顏色變化是因為將

白色顏料 (或無顏料 )替換成純碳黑，則不考量為不同材料。在此情況下，T 9 8 t h 及

NMOT 必須重新檢查，當超過 70 ℃或位準 1 或位準 2 的原始 T 9 8 t h 限制值，參

照 IEC TS 63126。  

對 CNS 61215 重複以下試驗 (不包含 IEC 61730/CNS 15118；獨立版 )：  

• 針對玻璃，若熱強化過程發生改變時，則執行熱斑耐久試驗 (MQT 09)。針對

非玻璃，若厚度減少或材料不同時亦然。 20260811 下午  

• UV 前處理試驗 (MQT 10)/循環 (動態 )機械負載試驗 (MQT 20)/熱循環試驗，

50 個循環 (MQT 11) /濕冷凍試驗 (MQT 12)/接線盒於安裝表面之固持 (MQT 

14.1)。  

— 對於在先前試驗過的玻璃上方或上方有λ cuv 的玻璃，整個序列可以省

略。僅具上述相同機械性質的玻璃才會被使用。  

— 若接線盒未安裝於背板或玻璃厚度改變，則可以省略 MQT 14.1。  

• 濕熱試驗 (MQT 13)若非玻璃材質，或是加裝 /改變表面處理 (內或外 )。  

• 彎曲試驗 (MQT 22)若非玻璃且模組依 CNS 61215 定義視為〝可撓性〝。  

— 僅與外部表面處理相關改變可以省略。  

• 靜態機械負載試驗 (MQT 16)若是玻璃 (含製造商改變 )或安裝 (如製造商安裝

手冊所述 )則取決於背板的黏著力。  

• 若剛性取決於背板，需進行冰雹試驗 (MQT 17)。  

— 剛性取決於背板的模組設計示例包括使用玻璃作為背板 (例：玻璃 /玻璃

或聚合物前板 /玻璃 )，或使用玻璃纖維 /金屬 /陶瓷作為背板。  

對 IEC 61730/CNS 15118 重複以下試驗 (不包含 CNS 61215；獨立版 )：  

• 熱斑耐久試驗 (MST 22)用於玻璃，若熱強化過程發生變化；非玻璃背板若厚

度減少則試驗。  
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• UV 前處理 (MST 54)/熱循環試驗， 50 個循環 (MST 51)/濕冷凍試驗 (MST 52) /

端接強度試驗 (MST 42)。  

— 對於具有相同  λ cuv 或以上的玻璃，整個序列可以省略；不是更換玻璃。 

— 若接線盒安裝在前板上，MST 42 可以省略。  

• 若非玻璃材質，或是表面處理 (內或外 )有添加 /改變，需進行濕熱試驗 (MST 

53)。  

• 靜態機械負載試驗 (MST 34)用於玻璃 (含製造商變更 )或安裝依賴於背板黏

著性時；非玻璃則進行絕緣厚度 (MST 04)。  

• 非玻璃切割耐受性試驗 (MST 12)。  

• 非玻璃材質且厚度減少或材料變化時，需進行脈衝電壓試驗 (MST 14)。  

• 非玻璃點火試驗 (MST 24)。  

• 玻璃材質的模組破裂試驗 (MST 32)(可以省略，以符合不影響機械強度的表

面處理 )。  

• 若設計包括穩固黏接且包含背板，則可進行剝離試驗 (MST 35)或搭接剪切

強度試驗 (MST 36)(非用於減少玻璃厚度或熱強化 )。  

• 材料潛變試驗 (MST 37) (非用於厚度減少，也未針對不同外表面處理 )。  

• 序列 B 若非玻璃。  

• 若設計確認為污染等級 1 (不適用於厚度減少、不同外表面處理及玻璃強化

過程變更，則序列 Bl)。  

對 IEC 61730/CNS 15118 重複以下試驗 (若 CNS 61215 已包括 )：   

• 非玻璃絕緣厚度試驗 (MST 04)。  

• 非玻璃切割耐受性試驗 (MST 12)。  

• 非玻璃材質且厚度減少或材料變化時，需進行脈衝電壓試驗 (MST 14)。  

• 非玻璃點火試驗 (MST 24)。  

• 玻璃材質的模組破裂試驗 (MST 32)(可以省略，以符合不影響機械強度的表

面處理 )。  

• 若設計包含穩固黏接且包含背板 (非用於減少玻璃厚度或熱強化 )，則可進行

剝離試驗 (MST 35)或搭接剪切強度試驗 (MST 36)。  

• 材料潛變試驗 (MST 37) (非用於厚度減少，也非針對不同外表面處理 )。  

• 序列 B 若非玻璃。  

• 若設計確認為污染等級 1 (不適用於厚度減少、不同外表面處理及玻璃強化

過程變更，則序列 Bl)。  

若玻璃厚度增加超過 10 %，非玻璃超過 20 %，則需進行材料潛變試驗 (MST 37)。



 

－ 15－  

 

CNS 草 -制 1150258:2026 

對於非玻璃，若厚度增加超過 20 %，則若模組依 CNS 61215 定義視為〝可撓

性〞，需進行點火試驗 (MST 24)及彎曲試驗 (MQT 22)。  

4.2.6  電氣端接的修改  

用於電氣端接的組件，如接線盒、電纜及連接器，必須符合 CNS 15118-1 及 /或

CNS 61215-1 中所參考之相關 IEC 標準。其與其他組件及材料的組合，應使用

符合 CNS 15118-2  (第 6 節 )及 /或 CNS 61215-1 (第 4 節 )相關要求之樣品進行試

驗。組件組合的變更可能導致以下 PV 模組試驗，除相關組件標準中列出之試

驗外。  

若次組件包括接線盒、電纜及連接器分別依據  IEC 62790、 IEC 62930 及  IEC 

62852 驗證，則部分模組層級測試可能不需進行 (參照下文與  IEC 62790 再測

試要求相關的子項目 )。  

修改如下：  

• 接線盒外殼材質不同，或導軌 /端子材質不同。  

• 不同材質的電纜或連接器。  

— 如特定接線盒、電纜及 /或連接器組合的組件已試驗並認驗證至  IEC 

62790，則無需再測試。  

• 不同的接線盒 (例：不同設計、品牌 /型號或製造商 )  。  

• 不同的電纜或連接器 (例：不同設計、品牌 /型號或製造商 )  。  

— 若特定接線盒、電纜及 /或連接器組合的組件已測試並驗證至  IEC 62790，

則無需再測試。  

• 接線盒數量。  

• 接線盒從背面移至前側 (或反之亦然 )。  

• 接線盒位置變更。  

— 重新評估導體的沿面距離與空間距離，並依據 CNS 15118-1 的絕緣協調

要求，透過檢查及 /或試驗查證符合性。  

• 不同的灌封膠材料 (若是由模組製造商灌注 )。  

• 不同的機械連接 /固定方式 (例：更換黏著劑 )。  

• 模組與接線盒端子間電氣連接方式之不同 (例：焊接、壓接、焊接等 )。  

對 CNS 61215 重複以下試驗 (不包含 IEC 61730/CNS 15118；獨立版 )：  

• UV 前處理試驗 (MQT 10)/循環 (動態 )機械負載試驗 (MQT 20)/熱循環試驗，

50 個循環 (MQT 11)/濕冷凍試驗 (MQT 12)/端接強度試驗 (MQT 14.1 及 14.2)。  

— 對於封裝膠變化、接線盒數量改變，或接線盒未直接曝曬於陽光的情況，

可以省略 UV 前處理試驗  。  

— 可以省略引線端子強度試驗 (MQT 14.2)：  
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• 若接線盒已經預先審核合格。  

• 用於接線盒與安裝面機械連接的變更或接線盒數量的變更。  

• 用於改變位置或從背面移至前側 (或反之亦然 )。  

— 在電纜電氣連接變更或接線盒數量改變時，可以省略安裝面 (MQT 14.1)

的接線盒。  

— 對於不同電纜或連接器、不同材質的電纜或連接器，或不同之封裝材料，

循環 (動態 )機械負載試驗可以省略。  

• 熱循環試驗， 200 個循環 (MQT 11)，僅用於更換電氣連接。  

• 濕熱試驗 (MQT 13)。  

• 旁路二極體試驗 (MQT 18)  [不需更換任何附件、從前側換到背面 (或反之亦

然 )或換位置 ]。  

對 IEC 61730/CNS 15118 重複以下試驗 (不包含  CNS 61215；獨立版 )：  

• UV 試驗 (MST 54)/熱循環試驗， 50 個循環 (MST 51)/濕冷凍試驗 (MST 52)/端

接強度試驗 (MST 42)。  

— 若接線盒未直接曝曬於陽光，對接線盒接線灌膠或更換接線盒灌膠變更，

可以省略紫外線試驗 (MST 42)。  

— 若電纜錨固性試驗  (MST 42)  可以省略：  

• 若接線盒已預先確認。  

• 對接線盒與安裝表面的機械連接變更或接線盒數量改變。  

• 位置改變或從背面移至前側 (或反之亦然 )。  

— 接線盒保留在安裝面 (MST 42)時，因電纜電氣連接變更或接線盒數量改

變而可以省略。  

• 熱循環試驗， 200 個循環 (MST 51)，僅用於更換電氣連接。  

• 濕熱試驗 (MST 53)。  

• 旁路二極體試驗 (MST 35)  [無需更換任何接頭、從前側到背面 (或反之亦然 )

或位置變更 ]。  

• 可觸及性試驗 (MST 11)。  

• 僅用於更換黏著劑的點火試驗 (MST 24)。  

• 反向電流過載試驗 (MST 26)(非更換黏著劑 )。  

• 螺釘連接試驗 (MST 33)若適用。  

• 若設計包括穩固黏接 (僅限接線盒機械連接 )時，絕緣協調性評估 (MST 57 之

10.34.3.5)。  

• 若設計包含用於接線盒機械連接的穩固黏接，需進行剝離試驗 (MST 35)或
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搭接剪切強度試驗 (MST 36)。  

• 材料潛變試驗 (MST 37)僅用於更換黏著劑或增加電氣端接重量。  

• 序列 B 僅用於更換黏著劑。  

• 若設計確認為污染等級 1，則為序列  Bl。  

對 IEC 61730/CNS 15118 重複以下試驗 (若 CNS 61215 已包括 )：  

• 可觸及性試驗 (MST 11)。  

• 僅用於更換黏著劑的點火試驗 (MST 24)。  

• 反向電流過載試驗 (MST 26)(非更換黏劑 )。  

• 螺釘連接試驗 (MST 33)如適用。  

• 若設計包含穩固黏接 (僅限接線盒機械連接 )時，絕緣協調性評估 (MST 57 之

10.34.3.5)。  

• 若設計包含用於接線盒機械連接的黏接接合，需進行剝離試驗 (MST 35)或

搭接剪切強度試驗 (MST 36)。  

• 材料潛變試驗 (MST 37)僅用於更換黏著劑或增加電氣終端重量。  

• 序列 B 僅用於更換黏著劑。  

• 若設計確認為污染等級 1，則為序列  Bl。  

4.2.7  旁路二極體之修改  

安裝於接線盒內的旁路二極體，除下述模組級的再測試要求外，還需符合 IEC 

62790 之要求。  

修改如下：  

• 二極體電流或二極體接面溫度的額定變化。  

• 在 PV 模組中，每個次電路旁路二極體中不同數量的電池。  

• 不同類型或零件編號的旁路二極體。  

• 不同製造商的旁路二極體。  

• 不同的安裝方法 (實體配置、焊接材料、黏合過程、焊接溫度或過程 )。  

對 CNS 61215 重複以下試驗 (不包含 IEC 61730/CNS 15118；獨立版 )：  

• 熱斑耐久試驗 (MQT 09)僅針對 PV 模組任一次電路中串聯跨接旁路二極體

的不同數量電池。  

• 熱循環試驗， 200 個循環 (MQT 11)，僅針對不同安裝方法。  

• 旁路二極體試驗 (MQT 18)。  

對 IEC 61730/CNS 15118 重複以下試驗 (不包含  CNS 61215；獨立版 )：  

• 熱斑耐久試驗 (MST 22)僅針對 PV 模組任一次電路中串聯的多顆電池，透過

旁路二極體進行。  
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• 熱循環試驗， 200 個循環 (MST 51)，僅針對不同安裝方式。  

• 旁路二極體熱試驗 (MST 25)。  

• 反向電流過載試驗 (MST 26)，僅針對不同安裝方法進行。  

對 IEC 61730/CNS 15118 重複以下試驗 (若 CNS 61215 已包括 )：  

• 僅針對不同安裝方法的反向電流過載試驗 (MST 26)。  

4.2.8  電路系統的修改 (專為  WBT 設計 )  

修改如下：  

• 對互連電路的修改 (例：每個旁路二極體增加電池數或重新布置輸出引線 )。  

• PV 模組的操作電壓 /電流重新配置 (例：電池串聯 /並聯連接 )。  

對 CNS 61215 重複以下試驗 (不包含 IEC 61730/CNS 15118；獨立版 )：  

• 熱斑耐久試驗 (MQT 09)僅在每個旁路二極體的電池數量增加時進行。  

• 熱循環試驗，若電池後方有內部導體，則需 200 個循環 (MQT 11)。  

• 若短路電流增加 > 10 %，需進行旁路二極體試驗 (MQT 18)。  

對 IEC 61730/CNS 15118 重複以下試驗 (不包含 CNS 61215；獨立版 )：  

• 熱斑耐久試驗 (MST 22)僅在每個旁路二極體的電池數量增加時進行。  

• 熱循環試驗，若電池後方有內部導體，則可進行 200 個循環 (MST 51)。  

• 若短路電流增加 > 10 %，需進行旁路二極體試驗 (MST 35)。  

• 切割耐受性試驗 (MST 12)及絕緣厚度試驗 (MST 04)，用於聚合物背板或前板

模組的輸出導線重新布線。  

• 反向電流過載試驗 (MST 26)(僅用於 PV 模組操作電壓 /電流增加 10 %或以

上 )。  

對 IEC 61730/CNS 15118 重複以下試驗 (若 CNS 61215 已包括 )：  

• 切割耐受性試驗 (MST 12)及絕緣厚度試驗 (MST 04)，用於聚合物背板或前板

模組的輸出導線重新布線。  

• 反向電流過載試驗 (MST 26)(僅用於 PV 模組操作電壓 /電流增加 10 %或以

上 )。  

4.2.9  邊緣密封之修改  

修改如下：  

• 不同的材料。  

• 不同厚度或寬度。  

對 CNS 61215 重複以下試驗 (不包含 IEC 61730/CNS 15118；獨立版 )：  

• UV 前處理試驗 (MQT 10)/熱循環試驗，50 個循環 (MQT 11)/濕冷凍試驗 (MQT 

12)，若邊緣密封是外部外殼。  

• 濕熱試驗 (MQT 13)。  
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對 IEC 61730/CNS 15118 重複以下試驗 (不包含  CNS 61215；獨立版 )：  

• 紫外線前處理 (MST 54) /熱循環試驗， 50 個循環 (MST 51)/濕冷凍試驗 (MST 

52)，若邊緣密封是外殼。  

• 濕熱試驗 (MST 53)。  

• 脈衝電壓試驗 (MST 14)。  

• 點火試驗 (MST 24)(不適用於不同厚度或寬度 )，且僅限於在火焰可觸及到邊

緣密封情況下。  

• 若設計包括穩固黏接，需進行剝離試驗 (MST 35)或搭接剪切強度試驗 (MST 

36)。  

• 序列 B (不適用於不同厚度或寬度 )  

• 若設計符合污染程度，則使用序列 B l 。  

對 IEC 61730/CNS 15118 重複以下試驗 (若 CNS 61215 已包括 )：  

• 脈衝電壓試驗 (MST 14)。  

• 點火試驗 (MST 24)(不適用於不同厚度或寬度 )，且僅限於在火焰可觸及到邊緣

密封情況下。  

• 若設計包含穩固黏接，需進行剝離試驗 (MST 35)或搭接剪切強度試驗 (MST 36)。  

• 序列 B (不適用於不同厚度或寬度 )。  

• 若設計確認為污染等級 1，則為序列  Bl。  

4.2.10  框架及 /或安裝結構的之修改  

修改如下：  

• 以下任何框架材料、形狀及 /或橫截面的變更：  

— 不同框架材料 (若金屬材質 )會降低降服強度 >5 %。  

— 新增或移除可能干擾或阻礙先前已評估對框架的黏合或安裝方式效能

(例：角落設計的變更 )。  

— 將框架管道上段或下段的玻璃捕捉面積減小 20 %或以上。  

— 與安裝硬體、支撐結構表面及黏合硬體接觸的框架截面表面積減少 20 

%或以  上。  

— 依圖 1，框架在 X-X 或 Y-Y 軸上的彈性截面模數減少 10 %或以上。或

者，可透過 MQT 16 (MST 34)中測量最大框架偏移以評估框架橫截面尺

度修改的再測試要求。若採用測試方法，若在相同均勻負載下，框架最

大撓度增加 10 %或以上，且安裝系統 (框架 +安裝位置 )需再測試。  

—  

備考：  涵蓋工程靜力學基礎與材料力學的教科書描述計算彈性模量的方

法 [1] ,  [2 ] l，部分電腦輔助設計 (CAD)或有限元素分析 (FEA)軟體被
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設定為計算特定橫截面的彈性截面模數。  

 
圖 1 與典型 PV 邊框彈性截面模數相關的 X-X 與 Y -Y 軸  

 

— 更換框架黏著劑，或改變框架安裝的材料、形狀和及 /或截面 (若為聚合

物 )。  

— 用於安裝的黏著劑，包括框架黏著劑材料的變化。  

— 從非聚合物安裝框架轉換為聚合物安裝框架，或反之亦然。  

— 安裝所需的黏著劑量 (黏合面間接觸面積 )減少超過 15 %，包括框架黏

著劑。  

— 用於安裝的黏著劑分布或應用模式 (例：從虛線改為點狀 )的變化，包括

框架黏著劑。  

備考：  本節的指引適用於線性彈性框架材料，例：材料的應力與應變關係

可假設在施加應力範圍內線性，且在卸載循環後無殘餘應變。當施

加的應力不造成降伏時，金屬材料通常會如此，但對聚合物材料可

能並非如此。  

• 不同的安裝方法 (依安裝手冊定義 )。  

• 框架角設計的變更。  

• 從有框 PV 模組改為無框 PV 模組，或反之亦然。  

• 涉及框架組件的等電位搭接方法變更 (例：角鍵設計變更，或製造商安裝

手手冊允許的等電位搭接方法變更 )。  

— 製造商應針對陽極處理或塗層 (如適用 )規定等電位搭接方法的硬體及

相關程序 (例：陽極厚度變化超過 25 %)。  

• 框架塗層、表面處理或表面處理厚度變化超過 25 %。  

— 只需重新評估等電位搭接連續性試驗 (MST 13)。  

對 CNS 61215 重複以下試驗 (不包含 IEC 61730/CNS 15118；獨立 )：  
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• 紫外線前處理試驗 (MQT 10)/循環 (動態 )機械負載試驗 (MQT 20)/熱循環試

驗， 50 個循環 (MQT 11)/濕冷凍試驗 (MQT 12) (若膠黏劑未暴露於直射陽光，

則可以省略紫外線預處理 )。  

— 僅適用於框架黏著劑的變更，或框架安裝材料、形狀和 /或截面 (若為聚

合物材質 )的變更。  

• 若安裝採用黏著劑或聚合物框架材料，或從有框架模組改為無框架 PV 模

組，或  反之亦然，則進行濕熱試驗 (MQT 13)。  

• 靜態機械負載試驗 (MQT 16)。  

• 若從非聚合物框架改為聚合物框架，或從框架模組改為無框架 PV 模組，

需進行冰雹試驗 (MQT 17)。  

對 IEC 61730/CNS 15118 重複以下試驗 (不包含  CNS 61215；獨立版 )：  

• ＵＶ試驗 (MST 54)/熱循環試驗， 50 個循環 (MST 51) /濕冷凍試驗 (MST 

52)(若未接觸到直射陽光，紫外線前處理應移除 )。  

— 僅適用於框架黏著劑的變更，或框架安裝材料、形狀及 /或截面 (若為聚

合物 )之改變。  

• 若安裝採用黏著性或聚合物框架材料，或從有框架模組改為無框架 PV 模

組，反之，則進行濕熱試驗 (MST 53)。  

• 靜態機械負載試驗 (MST 34)。  

• 若組裝方法改變 (若黏著劑改變，可以省略 )需進行等電位搭接連續性試驗

(MST 13)。  

• 點火試驗 (MST 24)對聚合物框架或更換框架黏著劑時可以省略要將矽膠黏

合到另一矽膠 (含聚合物成分 >95 %矽膠含量 )。  

• 模組破裂試驗 (MST 32)。  

• 螺釘連接試驗 (MST 33)若適用。  

• 材質潛變試驗 (MST 37)，若框架或其他支撐不再防止潛變。  

對 CNS 61215 重複以下試驗 (若 IEC 61730/CNS 15118 已包括 )：  

• 若組裝方法改變，則可以省略等電位搭接連續性試驗 (MST 13)。  

• 聚合物框架或更換框架黏著劑時可省略要將矽膠黏合到另一矽膠 (含聚合

物成分 >95%矽膠含量 )。  

• 模組破裂試驗 (MST 32)。  

• 螺釘連接試驗 (MST 33)若適用。  

• 材質潛變試驗 (MST 37)，若框架或其他支撐不再防止潛變。  

• 聚合物框架的序列 B。  

若更換框架製造商或安裝系統製造商 (材料規格與設計相同 )，則無需進行試驗。  
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4.2.11  PV 模組尺寸變更  

對於增加超過 20 %的長度、寬度或面積。  

重複針對 CNS 61215  (不包含 IEC 61730/CNS 15118；獨立版 )：  

• 熱循環試驗， 200 次循環 (MQT 11)。  

• 濕熱試驗 (MQT 13)。  

• 靜態機械負載試驗 (MQT 16)。  

• 冰雹試驗 (MQT 17)，若非強化玻璃或非玻璃。  

• 彎曲試驗 (MQT 22)若模組依 IEC 61215 指定定義被視為「可撓性」。  

重複針對 IEC 61730/CNS 15118 (不包含 CNS 61215；獨立 )：  

• 熱循環試驗， 200 次循環 (MST 51)。  

• 濕熱試驗 (MST 53)。  

• 靜態機械負載試驗 (MST 34)。  

• 僅針對 MLI 薄膜模組的反向電流過載試驗 (MST 26)。  

• 模組破裂試驗 (MST 32)。  

重複針對  IEC 61730/CNS 15118 (若 CNS 61215 已包括 )：  

• 僅針對 MLI 薄膜模組的反向電流過載試驗 (MST 26)。  

• 模組破裂試驗 (MST 32)。  

4.2.12  在相同設計與尺寸下提高或降低輸出功率  

依 CNS 61215 的要求，對於功率輸出提高或降低小於 10 %，應重複條件 1 以

依標籤銘板上標示的輸出功率查證。至少分析兩個模組以進行條件 1 的重新查

證。  

輸出功率增加超過 10 %。  

重複針對 CNS 61215  (不包含 IEC 61730/CNS 15118；獨立版 )：  

• 熱斑耐久試驗 (MQT 09)。  

• 若短路電流增加超過 10 %，則進行熱循環試驗 200 週期 (MQT 11)。  

• 若短路電流增加超過 10 %，需進行旁路二極體試驗 (MQT 18)。  

關於 STC(MQT 06.1)的性能，參照 4.1。  

重複針對 IEC 61730/CNS 15118  (不包含  CNS 61215；獨立版 )：  

• 熱斑耐久試驗 (MST 22)。  

• 若短路電流增加超過 10 %，則可進行熱循環試驗， 200 個循環 (MST 51)。  

• 若短路電流增加超過 10 %，需進行旁路二極體試驗 (MST 35)。  

• 反向電流過載試驗 (MST 26)。  

重複針對 IEC 61730/CNS 15118 (若 CNS 61215 已包括 )：  

• 反向電流過載試驗 (MST 26)。  
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4.2.13  增加過電流保護額定值  

重複針對  IEC 61730/CNS 15118：  

• 等電位搭接連續性試驗 (MST 13)。  

• 反向電流過載試驗 (MST 26)。  

4.2.14  增加系統電壓超過 5 %  

重複針對  CNS 61215  (不包含 IEC 61730/CNS 15118；獨立版 )：  

• 熱斑耐久試驗 (MQT 09)。  

• UV 前處理試驗 (MQT 10)/循環 (動態 )機械負載試驗 (MQT 20)/熱循環試驗，

50 個循環 (MQT 11)/濕冷凍試驗 (MQT 12)。  

• 熱循環試驗， 200 個循環 (MQT 11)。  

• 濕熱試驗 (MQT 13)。  

• 電位差導致衰減試驗 (MQT 21)。  

重複針對 IEC 61730/CNS 15118  (不包含 CNS 61215；獨立版 )：  

• 重新評估導體的沿面距離與空間距離，並依據 CNS 15118-1 的絕緣協調要

求，透過檢查及 /或測試查證符合性。  

• 熱斑耐久試驗 (MST 22)。  

• 紫外線前處理 (MST 54) /熱循環試驗， 50 循環 (MST 51)/濕冷凍試驗 (MST 

52)。  

• 熱循環試驗， 200 個循環 (MST 51)。  

• 濕熱試驗 (MST 53)。  

• 絕緣厚度試驗 (MST 04)。  

• 可觸及性試驗 (MST 11)。  

• 非玻璃切割耐受性試驗 (MST 12)。  

• 等電位搭接連續性試驗 (MST 13)。  

• 脈衝電壓試驗 (MST 14)。  

• 序列 B。  

重複針對 IEC 61730/CNS 15118  (若 CNS 61215 已包括 )：  

• 重新評估導體的沿面距離與空間距離，並依據 CNS 15118-1 的絕緣協調要

求，透過檢查及 /或測試查證符合性。  

• 絕緣厚度試驗 (MST 04)。  

• 可觸及性試驗 (MST 11)。  

• 非玻璃材質切割耐受性試驗 (MST 12)。  

• 等電位搭接連續性試驗 (MST 13)。  
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• 脈衝電壓試驗 (MST 14)。  

• 序列 B。  

4.2.15  電池固定或內部絕緣膠帶之變更 (僅限於  WBT) 

修改如下：  

• 不同的材料。  

• 不同製造商。  

重複針對 CNS 61215：  

• 濕冷凍試驗 (MQT 12)。  

4.2.16  標籤材質變更 (外部銘牌標籤 )  

修改如下：  

• 不同的標籤、墨水或黏著材料。  

• 不同製造商。  

重複針對 IEC 61730/CNS 15118：  

• 序列 B(省略模組無標籤面的紫外線試驗 )可對全尺寸模組進行，或是與  

全尺寸模組剛性相近且貼有標籤的材料層的樣本。  

• 標示耐久性 (MST 05)。  

4.2.17  從單面模組到雙面模組之變更  

修改如下：  

• 從不透明基板改為透明基板 (玻璃或透明背板 )，允許現有雙面電池背面照

明 (4 .2 .5 亦適用 )。  

• 從不透明背面封裝材料改為透明，允許現有雙面電池的背面照明 (4 .2 .2 亦

適用 )。  

• 將單面電池轉換為雙面電池，匯流排數量與匯流排間距相同，且現有透

明基板 (4 .2 .3 亦適用 )。  

重複針對 CNS 61215  (不包含 IEC 61730/CNS 15118；獨立版 )：  

• UV 前處理試驗 (MQT 10)/循環 (動態 )機械負載試驗 (MQT 20)  /熱循環試驗，

50 週期 (MQT 11)/濕冷凍試驗 (MQT 12)。  

— 僅針對尚未適用 4.2.3 的電池進行變更。  

• 熱循環試驗， 200 次循環 (MQT 11)。  

• 溫度係數量測 (MQT 04)。  

• 低照射度下之性能 (MQT 07)。  

• 熱斑耐久試驗 (MQT 09)。  

• 旁路二極體試驗 (MQT 18.1)。  

• 電位差導致衰減試驗 (MQT 21)。  
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— 僅適用於使用玻璃背板的設計。  

重複針對 IEC 61730/CNS 15118 (不包含 CNS 61215；獨立版 )：  

• 熱斑耐久試驗 (MST 22)。  

• UV 試驗 (MST 54) /熱循環試驗， 50 循環 (MST 51)/濕冷凍試驗 (MST 52)。  

— 僅適用於尚未適用 4.2.3 的電池變更。  

• 旁路二極體熱試驗 (MST 25)。  

• 熱循環試驗， 200 次循環 (MST 51)。  

• 反向電流過載試驗 (MST 26)。  

• 等電位搭接連續性試驗 (MST 13)。  

重複針對 IEC 61730/CNS 15118 (若 CNS 61215 已包括 )：  

• 反向電流過載 (MST 26)。  

• 等電位搭接連續性試驗 (MST 13)。  

4.2.18  模組操作溫度之變更  

若模組已依 CNS 61215 及 /或 IEC 61730/CNS 15118 標準操作溫度通過認可，

且第 98 t h 百分位溫度 (T 9 8 t h)低於或等於 70 ℃，則應依照 IEC TS 63126 中詳細

說明的試驗序列，重複包含修改溫度的試驗序列，以使模組符合更高運作溫度

(等級 1 或等級 2)。 IEC TS 63126 中的建築要求將重新評估，並依照從位準 1

提升至位準 2 的等效程序。  

4.2.19  影響系統與相同模型不同變體相容性之變更  

修改如下：  

• 任何模組設計變體，要求修改機械或電氣安裝方法 (例：塗層類型或厚度

的改變、延長導軌、需重新鑽孔或不同的夾具 )，但此變體不符合相容替

代方案資格，包括但不限於：  

— 不同模組長度或寬度超出原始規定的容許差範圍。  

— 框架安裝孔移位至超出原始規定的容許差範圍。  

— 外框橫截面尺度超出原始規定容許差 (例：後框架法蘭尺度寸或框架深

度不同 )。  

— 框架材質的改變 (例：從高分子改為金屬或反之亦然，不同的聚合物或

不同金屬合  

金 )。  

— 模組負載額定的改變 (>10 %)對先前合格的安裝配置。  

— 對於均質線性彈性材料，彈性截面模數在 X-X 或 Y-Y 軸附近變化 10 %

或更多 (參照圖 1 之 4.2.10)。  

要求一個獨特的框架類型變體識別碼，並印在模組的銘板標籤上。  
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4.3  MLI 薄膜 PV 模組試驗程式  

備考：參照表 A.2 以了解薄膜 PV 模組的再測試要求匯總。  

4.3.1  修改前版  

與 4.2.1  相同。  

4.3.2  封裝系統的修改  

與  4 .2 .2  相同。  

4.3.3  前接觸點之修改 (例： TCO) 

修改如下：  

• 不同製造商。  

• 不同材質，材料純度降低。  

• 生產過程的改變。  

重複針對 CNS 61215  (不包含 IEC 61730/CNS 15118；獨立版 )：  

• 熱斑耐久試驗 (MQT 09)。  

• UV 前處理試驗 (MQT 10)/循環 (動態 )機械負載試驗 (MQT 20)  /  

• 熱循環試驗， 50 週期 (MQT 11)/濕冷凍試驗 (MQT 12)。  

• 濕熱試驗 (MQT 13)。  

重複針對 IEC 61730/CNS 15118 (不包含  CNS 61215；獨立版 )：  

• 熱斑耐久試驗 (MST 22)。  

• UV 試驗 (MST 54)/熱循環試驗，50 個循環 (MST 51)/濕冷凍試驗 (MST  52)。  

• 濕熱試驗 (MST 53)。  

• 脈衝電壓試驗 (MST 14)。  

• 反向電流過載試驗 (MST 26)。  

重複針對 IEC 61730/CNS 15118 (若 CNS 61215 已包括 )：  

• 脈衝電壓試驗 (MST 14)。  

反向電流過載試驗 (MST 26)。  

使用不同供應商的製程氣體或靶材，但最低純度相同，無需再測試。  

4.3.4  電池技術之修改  

修改如下：  

• 電池結構的改變 (任何層修改 /新增層 /整體電池厚度變化 >10 %)。  

• 製程氣體純度降低 (包括混合比 )。  

• 原始或目標材料的改變，或目標純度降低。  

• 摻雜物質組成的改變。  

重複針對  CNS 61215 (不包含 IEC 61730/CNS 15118；獨立版 )：  

• 電位差導致衰減試驗 (MQT 21)。  
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• 熱斑耐久試驗 (MQT 09)。  

• 濕熱試驗 (MQT 13)。  

重複針對 IEC 61730/CNS 15118 (不包含 CNS 61215；獨立版 )：  

• 熱斑耐久試驗 (MST 22)。  

• 濕熱試驗 (MST 53)。  

• 反向電流過載試驗 (MST 26)。  

重複針對 IEC 61730/CNS 15118 (若 CNS 61215 已包括 )：  

• 反向電流過載試驗 (MST 26)。  

半導體材料 /技術的變更需要完整確認。  

4.3.5  電池布局之修改  

修改如下：  

• 電池數量改變 (給定輸出功率增加 > 10 %)。  

• 串聯 /並聯連接的改變。  

• 交叉刻劃線條數量改變。  

• 電池寬度改變 >10 %。  

• 圖案化技術的變化 (例：雷射與機械 )。  

• 每個旁路二極體的電池數量增加。  

重複針對 CNS 61215  (不包含 IEC 61730/CNS 15118；獨立版 )：  

• 熱斑耐久試驗 (MQT 09)。  

• 若短路電流增加 >10 %，則旁路二極體試驗 (MQT 18)。  

重複針對 IEC 61730/CNS 15118 (不包含 CNS 61215；獨立版 )：  

• 熱斑耐久試驗 (MST 22)。  

• 若短路電流增加 > 10 %，則旁路二極體試驗 (MST 35)。  

• 反向電流過載試驗 (MST 26)。  

重複針對 IEC 61730/CNS 15118 (若 CNS 61215 已包括 )：  

• 反向電流過載試驗 (MST 26)。  

4.3.6  反向接觸之修改  

修改如下：  

• 不同製造商。  

• 不同材質，材料純度降低。  

• 生產過程的改變。  

重複針對 CNS 61215  (不包含 IEC 61730/CNS 15118；獨立版 )：  

• 熱斑耐久試驗 (MQT 09)。  
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• 循環 (動態 )機械負載試驗 (MQT 20)/熱循環試驗，50 個循環 (MQT 11) /濕冷凍

試驗 (MQT 12)。  

• 濕熱試驗 (MQT 13)。  

重複針對 IEC 61730/CNS 15118 (不包含  CNS 61215；獨立版 )：  

• 熱斑耐久試驗 (MST 22)。  

• 熱循環試驗， 50 週期 (MST 51) /濕冷凍試驗 (MST 52)。  

• 濕熱試驗 (MST 53)。  

• 脈衝電壓試驗 (MST 14)。  

• 反向電流過載試驗 (MST 26)。  

重複針對 IEC 61730/CNS 15118 (若 CNS 61215 已包括 )：  

• 脈衝電壓試驗 (MST 14)。  

• 反向電流過載試驗 (MST 26)。  

使用不同供應商的製程氣體或靶材，但最低純度相同，無需再測試。  

4.3.7  邊緣刪除之修改  

修改如下：  

• 製程 (例：雷射製程與機械製程 )。  

• 寬度減少 (邊緣距離 )。  

重複針對 CNS 61215  (不包含 IEC 61730/CNS 15118；獨立版 )：  

• 循環 (動態 )機械負載試驗 (MQT 20) /熱循環試驗， 50 個循環 (MQT 11)/濕  冷

凍試驗 (MQT 12)。  

• 濕熱試驗 (MQT 13)。  

重複針對 IEC 61730/CNS 15118 (不包含  CNS 61215；獨立版 )：  

• 熱循環試驗， 50 週期 (MST 51) /濕冷凍試驗 (MST 52)。  

• 濕熱試驗 (MST 53)。  

• 脈衝電壓試驗 (MST 14)。  

• 若設計包含穩固黏接，需進行剝離試驗 (MST 35)或搭接剪切強度試驗 (MST 

36)。  

• 若設計確認為污染等級 1，則為序列 Bl。  

重複針對 IEC 61730/CNS 15118 (若 CNS 61215 已包括 )：  

• 脈衝電壓試驗 (MST 14)。  

• 若設計包含穩固黏接，需進行剝離試驗 (MST 35)或搭接剪切強度試驗 (MST 

36)。  

• 若設計確認為污染等級 1，則為序列  Bl。  
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4.3.8  修改以連接材料或技術  

修改如下：  

• 不同材料 (例：合金、化學成分及核心 )。  

— 只要指定以下性質，即可視為來自不同供應商或製造地點的相同材料：

厚度 /直徑、寬度、合金、化學成分、芯厚 /直徑 (在下方厚度定義變更允

許範圍內 )、塗層化學成分及塗層厚度 (在下方厚度定義改變允許範圍內 )。 

• 最小抗拉強度降低超過 20 %，或最大降伏強度增加超過 20 %，或斷裂最小伸

長縮短超過 20 %，核心厚度 /直徑變化超過 10 %，或塗層厚度變化超過 30 %。  

• 互連材料 (總 )截面變化超過 10 %。  

• 不同的黏合技術。  

• 不同的黏合材料 (例：黏著劑 )。  

• 互連點或黏合點數量的變化，或每個接觸點的接合面積減少。  

• 接觸布局的變化 (例：交叉連接器或電池後方導線的位置 )。  

• 隔熱膠帶的變化 (面積改變 >30 %，厚度改變 >25 %，材料、製造商 )。  

重複針對 CNS 61215  (不包含 IEC 61730/CNS 15118；獨立版 )：  

• 熱循環試驗， 200 個循環 (MQT 11)。  

• 材料改變的濕熱試驗 (MQT 13)。  

重複針對 IEC 61730/CNS 15118 (不包含  CNS 61215；獨立版 )：  

• 熱循環試驗， 200 個循環 (MST 51)。  

• 材料改變的濕熱試驗 (MST 53)。  

• 反向電流過載試驗 (MST 26)。  

重複針對 IEC 61730/CNS 15118 (若 CNS 61215 已包括 )：  

• 反向電流過載試驗 (MST 26)。  

4.3.9  修改背板  

與 4.2.5 相同。  

4.3.10  電氣終端的修改  

與  4 .2 .6  相同。  

4.3.11  旁路二極體之修改  

與 4.2.7 相同。  

4.3.12  邊緣密封之修改  

與  4 .2 .9  相同。  

4.3.13  框架及 /或安裝結構之修改  

與  4 .2 .10 相同。  

4.3.14  PV 模組尺寸改變  
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與 4.2.11 相同，僅在熱循環方面有以下說明：  

重複針對  CNS 61215 (不包含  IEC 61730；獨立版 )：  

• 熱循環試驗， 200 週期 (MQT 11)。  

— 對於單片整合 (MLI)薄膜模組，僅包含連接布局變更 (例：較長的交叉連

接器 )。  

執行 IEC 61730/CNS 15118 (不搭配  CNS 61215)：  

• 熱循環試驗， 200 個循環 (MST 51)。  

— 對於單片整合 (MLI)薄膜模組，僅包含連接布局變更 (例：較長的交叉連

接器 )。  

4.3.15  輸出功率較高或較低，但設計及尺寸相同  

與  4 .2 .12 相同。  

4.3.16  過電流保護等級提升  

與  4 .2 .13 相同。  

4.3.17  系統電壓之提升  

與  4 .2 .14 相同。  

4.3.18  標籤材質變更 (外部銘牌標籤 )  

與  4 .2 .16 相同。  

4.3.19  從單面模組變更為雙面模組   

與  4 .2 .17 相同  

4.3.20  模組運作溫度的變更  

與  4 .2 .18 相同。  

4.3.21  影響與同版本變體相容性變更  

與  4 .2 .19 相同。  

4.3.22  文件變更  

與  4 .2 .20 相同。  
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備考：  本例中考慮的封裝劑與電池的具體變化分別是厚度的減少  與金屬化材料

組成的改變，  

組 合 A 則 重複 。 MOT 17 (若前板為 聚合 物 )、 MQT 20、 MOT 22 (若模組被 視

為  • f lexib le ' )，  

MOT 09/MST 22， MOT IO\MST 54， MOT I I  與  MST 51 (TC50 TC200)。 MOT 

12/MST 52，MOT 13/MST 53，MST 12 (如果 MST 14、MST 26、MST 37、MST 63、

MST 54、MST 52  (序列 B)及 MST 55、MST 56、MST 52(序列 B.1 代表污染等級 1)。  

組合 B 則重複：MQT 17 (若前片為聚合物 )、MQT 20、MQT 22(若模組被視為「彈

性」 )、MQT IO/MST 54、MQT 1 1/MST 51  (TC50 + TC200)、MQT 12/MST 52、MQT 

13/MST 53、MST 12 (若前片為聚合物 )、MST 14、MST 37、MST 53、MST 54、MST 

52(序列 B)及 MST 55，MST 56、MST 52 (序列 B. 1 代表污染度 1)。  

對於組合 C，重複：MQT 20、MQT 22 (若模組被視為「彈性」 )、MOT 09/MST 22、

MQT 11  (TC50)、MQT 1 1/MST 51  (TC200)、MQT 12、MQT 13/MST 53、MST 26。  

 

圖 A.2 新材料組合所需測試範例示意  
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